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Basyazy

YENI BIR KiTAP DAHA
TRANSISTOR KARSILIKLARI

Sizler igin yeni bir kitap daha
hazirladik ., Tum Avrupa transistsr -
ler, 2000 den fazlg Japon ve bir o
kadar da Amerikan transistsriniin
yer aldigi bu kitabimiz btiyn bayi -
lerimize dagitiImistir

Kullanigly, denenmis bicim de
ve cebe sigacak boyutlarda haz;r-
lanan Transistsr Kargiliklar) kitab; -
miz birinci hamur kagida piril pirl
ofset basili olarak 256 sayfa ve 75
TL'dir.

Odemeli istekleriniz icin "Elek -
tronik Dergi ve Kitap Yayinevi, Pos
ta Kutusu 1126 Korakb‘y-lSTANBUL,

adresine basvurabilirsiniz .

Saygilarimizlq.

Dergilefimizde yaymlanan
gistirilerek iktibas edilemez. D

yazilar, semalar ve resimler aynen veya de-
ergimizde yayinlanan yazilarin tekrar yayin
hakki Dergimiz yayinlarina dolayisiyla Elektronik Dergi ve Kitap Yayinevine
aittir. Dergimize gdnderilen yazilar, yayinlansin  veya yayinlanmasin geri
verilmez, Yayin kurulu yazilarda gerekli gordigu degisiklikleri yapabilir.
ELEKTRONIK DERGI vE KITAP YAYINEVI




Ses Frekans

Kuvvetlendiricileri

© ©
i § in Bilal EKMEKC!, TABA tarafindan
elekironik ortama aklarimiglic,

BASIT WATT METRE

Elk.Muh.Adil Can

Bu alet ne derecede dogru ol- p r___\_{z_
dugu tartigilabilecek olan yapim- R
c1 degerlerine bagl kalmaksizin,
kendi kuvvetlendiricinizin giciny
kendinizin slgmenizi sagliyacak -
tir.Formuller vardir.

Sen bagintidan bir direng Uze-
rinde dusen gerilim slgulerek har-
canan gicun bulunabitecegi go-

rilmektedir. Ornegin 4 ohm'luk bir
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yuk direncinde 2V gerilim duguyor
sa harcanan giig

P~ J%?3~ = Iw

olarak bulunur.Yapocoélm:z alet
tamamen bu prensibe gsre calig-
maktadir. Devre esas olarak bir te-
pe det ektsrinden ibarettir., Kuvvet
lendirici SI anahtar yardimiyla4,8
veya 16 ohm olmak tzere grkis em-
pedansina esit bir yik direnci ile
yiklenir.Bu direng u¢larinda dij-
sen gerilim D diyodu tarafindan
dogrultulur ve C kapasitesi uglq-
rinda gikis efektif geriliminin 1,4
katina esit bir dogru gerilim mey -
dana gelir.500 uA'|ik ampermetre
ve Ug empedans kademes; icinRI,
R2,R3 &n direngleri hesaplanr
Ornegin 4 ohm yuk direncinde 25
W harcandiginda uglarinda

Vz PR = 254 . 1ov
gerilim olusur . By durumda C ug-
larinda 1,4 .10= 14y meydana ge-
lir. Ampermetreden 25W gig icin
500 uA aksamasin istersek

4v

500uA

R3 = 28 K ohm

bulunur.Bunc en yakin  standart
deger 27K ohm'dur.Eger 100 uA
lik bir ampermetre kullanilirsaug-

8

larina paralel olarak 180 ohm luk
bir direng bcgjlcnmohdlr.A§a§|da-
ki d2garlere uygun bir skala hazr
lanarak ampermetre skalas; Uzerj-
ne yapiztirilabilir. Skalanin linsar
olmayip karesel oldugu gsriilmek -
tedir. Olgme yapi lirken *an dijg -
mesi orta konuma getirilmelidir .
Hoparlsr devre disi birakilacak -
tir. Jekilde anahtar 4 ohm  konu -
mundadir,

Ckunan akim degeri (uA) .:
Gug Degerj ( W) :
50 5

~

2
70 5
100
140
170
200
220
320
390 5
450 20
500 25

~

SOhgn_Oo

Malzeme Listesj -

500 vA veya 100 uA ampermetre
Diyot (srnegin IN4001)
Kondansatsr 10 uF - 16V
Direncler ; 82ohm,27kohm,
3%ohm, 56kohm
10w direncler : 2 adet 10 ohm
2 adet 39 ohm
3 konumly 3 yollu anahtar . (Bir
yolu bos birakilarak piyasada-
ki japon dalga anahtarlary kul-
fanilabilir. )



ISIK KUMANDALI ANAHTAR

Bu ¢ok basit uzaktan kumanda
cihazi ile televizyonununuzu,rad
yonuzu, teybinizi veya elektrikle
isleyen herhangi bir
5-10 m uzaktan ve arada higbir tel
li irtibat olmadan agip kapatabilir
siniz.Bunun igin bir el fenerinissz
konusu alete dogru birkag saniye
tutmaniz yeterli olacaktir.

Devrede 6V -80 mA'lik bir
role kullanilmigtir . Basit bir  8lg-
meyle bsyle bir rslenin gerilimisi
firdan itibaren arttirildiginda 5V
civarinda dilini cektigi ve gerili-
mi 6V'dan itibaren azaltildiginda
ancak 2V civarinda dilini birakti-
g1 tespit edilebilir.Devremizin bist
tabil yani iki kararli  ~ konumlu
olarak calismast rslenin bu ataleti-
ne dayanmaktadir.7,5V olan ba-
tarya gerilimi devre akim cektigi
zaman yaklagik olarak 7V'a dise-
cektir.Birbirine 25 cm kadar me -
safede yerlestirilen FDl ve  FD2
fotodirencleri Uzerine ayni giddet

aletinizi

Elk. Muh.Adil CAN

direncleri de esittir ve B noktasinin
gerilimi batarya geriliminin yarisi
kadar, yani 3,5V olur. iletimde
olan germanyum transistsrin baz-
emetdr gerilimi yaklagik 0,3V ka-
dar lolup sabittir.Dolayisiyla E
noktasinin gerilimi 3,2V olacak-
tir.Bu durumda eger cihaz  yeni
agildiysa rsle henvz dilini  gek-
memiskonumdadir . El fenerini fo-
todirenglere dogru tuttugumuzda
eger FD2 daha fazla aydinlanirsa
dilenci azalir.Bu ise B noktasinin
ve dolayisiyla E noktasinin  geri-
liminin 3,5V'un da altina dug-

" mesi demektir.Role konumundabir

degisiklik olmayacaktir.El feneri
hafifce hareket ederek FDI'i daha
fazla aydinlattigr anda bunun
direnci azalarak B noktasinin do-
layisiyla E noktasinin gerilimi yuk
selecek ve rsle dilini gekecektir.
El feneri 151ginin FDI ve FD2Uze-
rinden bir defa daha gegirilmesi

tamamen benzer sekilde rslenin

le 11k dustugu takdirde bunlarin dilini birakmasina yol agar.
o = F5V
ol % 220V
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Sekil 2 Montaj ve dis gorinus

Kullanilan transistorin 5x5e¢m  alarm tertibati olarak da kullan: -

bir sogutucuya baglanmasi gerek~  labilir.
lidir. Devre kumanda ettigi cihaz Malzeme Listesi
agik oldugu strece akim  cekti~
ginden pil yerine basit bir adap- Transister : ACI28, ACI88 veya
tor ile beslenmesi tavsiye edilir . benzeri. '
Fotodirengler sniinden birisi geg~ Foto direng

' tigi zaman cihaz tetiklenecegin - Rosle, 6V -80 mA
den kendisini &rnegin yeteri ka- 7,5V batarya veya adaptsr
dar yiksege yerlestiriniz. Ote yan Kutu
dan cihaz bu szelligi nedeniyle Priz.

D adiem T Einbbeaeth
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OYUN MAKINESI

Oyun sizinle kendi yaptiginiz
OYMAK-| arasinda oynanacakfir.
Sekil I'de OYMAK-I'in dis g6~
runusini goruyoruz.QOyuna  bag=-
lamak igin fisinizi START deligi
ne sokunuz.Daha sonra drnegin

Elek.Mih.Adil CAN

para atarak kimin snce baglaya-
cagini saptayiniz.Eger siz  dnce
bagliyorsaniz fisinizi tamamen is-
teginize gore 1,2 veya 3 delik
ilerletiniz. Yani fisi 1,2 veya 3nu
marali delige sokunuz.$imdioyun

o LED s

HiGrmre
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sirast OYMAK-]"indir. OYMAK -
fisi kendi kendine ilerletemiyece-
ginden lutfen digmeye  basarak
ondan ne kadar ilerlemek istedi-
gini ogreniniz.Digmeye  basti-
gimz zaman oyun alaninin = Us-
- tundeki LED'lerden I,2 veya 3'u
yanacaktir .Fisi OYMAK-I'in ye-
rine yanan LED sayist kadar iler=-
letiniz. Sonra kendi yerinize fisi
1,2 veya 3 delik ilerletiniz.Eger
OYMAK-| snce basliyorsa fisi
START deligine sokarak digmeye
basiniz ve yanan LED sayisina
gore fisi 1,2 veya 3 numarali de-
lige sokunuz.Bundan sonra  fisi
kendi arzunuza gsre 1,2 veya 3
delik ilerletiniz ve bu sekilde de-
vam ediniz. Daima gizilmis olan

‘varirsa oyunu kazanacaktir. Bir kag

oynamadan sonra OYMAK-I'i yen-
menin hi¢ de kolay olmadigini an-
lryacaksiniz . Arkadaglarinizi OY -
MAK-1""e karsilastirirken kaidelere
uyup uymadiklarini kontrol ediniz.

DEVRENIN DUZENLENMES]

2ekil 2'de goruldugu gibi de-
likler GI, G2 ve G3 olmak tzere
Ug gruba ayrilmistir. Bir gruba ajt
biitun delikler birbirine baglan-
migtir.LED'ler 4,5V yassi pille bes
lenmistir . Rl R4 direngleri  akim
sinirlama, DI-D2 diyotlar: jse akim
yollarini ayirma amaciyla kullani| -
mistir. Digme basili iken fis Gl'in
bir deligine sokulursa R2,L3,R4,Gl,

yolu takip ediniz. Yolun son de- P.(T yolu olusur ve L3 yanar.Fis G2
ligi olan HEDEF deligine kim  nin bir de”éing sokulursa RI,LI//L2,
W
V74 oz
33.72 682
tIgF LzgF L3R
£
95V "=
- #3 1 D2y RY
5R 35.2
62 G3 61
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e grme @
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R3,G2,P,T yolu olusur ve LI ile L2
yanarlar .Fig G3'Un bir deligine so-
kulursa RI,LI//L2,DI,G3,P,T ve R2
L3,D2,G3,P,T yollari olusurlar ve

LI,L2,L3 yanarlar.ve LI,L2,L3 ya-

" narlar.R3 ve R4'un akim sinirlama

disinda bir diger gorevi de Dl ve D2
uzerindeki gerilim dugmelerinin ay-

nisint kngi Ustlerinde olusturarak

bttun LED'lerin ayni parlaklikta
yanmasini saglamaktir.

RI-R4 direngleri su sekilde
hesaplanir.Bir LED'den gegirme
yoniunde 15 mA ile 30 mA arasin-
da bir akim aktiginda Uzerindel,5
V gerilim dusimi meydana gelir.
Gegirme ysninde akim
zaman silisyum diyotlarin ~ Uze-
rindeki gerilim duguimu ise 0,7V
kadardir.4,5V'luk bataryadan a-
kim cektiginde geriliminin yak—
lasik 4,3V oldugunu da goszsni-
ne. alirsak Rl Uzerinde

aktig

&

4,3V =(1,5V =0,7V)=2,1V

dusmesi gerektigini buluruz.Li ve
L2'nin akimlari toplami 30 mA -
30mA = 60mA oldugundan

2,1V
60 mA

RI = = 35 ohm

cikar.Buna en yakin standart deger
33 ohm'dur.R3 Uzerinde DI uzerin-
dekine egit olarak 0,7V dusecegin-

den ve icinden 60 mA akim aktigin
dan

<

07V
60 mA

R3 = = ]2 Ohm

gtkar.Rl'e alttan yakin bir standart
deger segtigimizden, bu durumda
Ustten en yakin standart deger olan
[50hm'u aliriz.R2 ve R4'den akan
akim bir LED"in akimi olan 30mA
oldugundan bunlarin degerleri de
Rl ve R3'e iliskin degerlerin  iki

katidir.Batarya gerilimi 3V'a dug-

tUgu zaman dahi LED'lerden [5mA'
lik yeterli bir akim akar.Ornegin
L3 igin

3V-1,5V - 15mA
68ohm =33 ohm

buluruz.

YAPIM VE CALISTIRMA

Alet icin kendi yapacaginiz
tahta bir kutu veya hazir  alaca-
giniz bir adaptor kutusu kullana-
bilirsiniz.On yuz Uzerine 3ekil l
de gorulen delikleri deliniz.De =
liklerin caplarini elinizde bulunan
LED, dugme, kordon ve disi fig
buyukluklerine gore saptayiniz .30
adet disi fig yuvas yerine dahae-
konomik olmak uUzere 30 adetrap=
tiye kullanabilirsiniz.Bu durum-=
da saptiyeleri kutunun on yuzine
ve disi figlerin yerlerine sapliya-
caksiniz..Oynarken ise fisi bir di-
i fise sokacak yerde raptiyelerin



0 £ 451"

r e

@ Y—=---T—— @::)—@__—..._.o _
£ Koraore Tigme
IS‘:"K‘//——‘ =

Uzerine bastirmaniz gerekecektir .
On yuz elemanlarin yerlestirme~
den &nce kutu Uzerine beyaz bir
karton yapistirarak buna oyun yo-
lunu giziniz ve START, HEDEF gi
bi yazilari yaziniz.

Sekil 3'de sn yuziun arkasinda
baglamanin nasil yapilacagr gos—-
‘terilmistir . LED'lerin uzun olan
bacagi anodudur. 4,5V'luk bdar
yayi kutunun arka yuzine tespit
edebilirsiniz.Baglantiyi dogru yap

“tiginiz taktirde figi | numarali de-
lige soktugunuzda alttaki LED, 2
numarali delige soktugunuzda bi-
tin LED'ler, 3 numarali delige
soktugunuzda Ustteki iki LED

14

yanmalidir.Bu arada elbette dug-
meye basiyor olma lisimiz.
Basarilar ve neseli dakikalar. .

MALZEME LiSTESi

3 adet LED

2 " Silisyum diyot (srnegin
IN4001)
Direncler :
68 ohm
4,5V pil.

I adet kutu, | adet digme,

| adet fig, 30 adet disi. fis
yuvasi veya raptiye, biraz kar~
ton ve tel.

I5 ohm,2X33 ohm,

'Radvo-TV Elektronik



ALCAK GERiLIM BESLEMESI

Feridun BORA

Montajimizin amaci, azami |A SEMANIN ANALIZI
lik akim igin 5 ile 25V'luk geri-
lim saglamaktir.Bu besleme yuk- Sekil I'de verilen semada T

sek akimlara ve kisa devrelere kar  transformatsrinun 110-130- 220~
s1 korunmugtur ve sabit degerlidir. 240V'luk girisleri olan primeri var

309R
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Cl'den

J09R

O+5V

I(10/12V)

Sekil : 2

dir.Sekonder ¢ikigi 24V'tur.  Zil
trafolari 2 ile 3 amperlik, bu is i-
gin uygun olanlaridir.Tercihli ola
rak blendaji genel sasiye baglt,
toprak gikisl olani segilir. Tran=
sistorlu alicilarin parazitlerini on
lemesi bakimindan uygundur.
Sebeke cereyani trafoya ikili
komitatosrden gecen iki tel ile se
gilir.Bu tumunu devre digi birak-
mak igin kullanilir.D kismi 4 a-
det (N4004 veya esdegeri diyot -
lardan olugmustur.Ashinda, za-
yif gerilim ve akimlar rol oynadi
gt igin her gesit algak gerilim di-
yodu is gérir.Bu kspru dogrultu-

14

cudan sonra Cl (3300uF /35-50V)
kondansatsri ile filtre katt kuru-
lur.Daha sonra SF32309R regijla-
tort ile gikis gerilimini 5 ile 25V
arasinda ayarlayan 1000 ohm'luk
P potansiyometresi gelir. Son aya
ri elde etmeden &nce, P potansi-
yometresine seri olarak 100 ohm'
luk ikinci bir pot. bagladik. ikin
ci poansiyometre ile ince ayar
saglayabiliriz. C2 ve C3 uzun sir-
meyen gegici cevaplari iyi hale
getirmeye yararlar.Voltmetre ve
ampermetre ile devre tamamlanir.
Bir V renkli 1s1g1 ile gerilimin var
ligr gorulor. Yalmz 5V'luk sabit

n i b UV A o B N



gerilimle ugragmak isteyenler igin
(8rnek : entegre devrelerin besle~-
mesi) Sekil 2 deki sema verilmistir.
Bu sekilde, filtre devresinden son
ra 10-12V dogru akim saglamak i-
gerekir.SF32309R TO3 seklinde
gozikur (2N3055 cinsi) ve 0 ile
70°C arasi galigir. :

ELEMANLARIN LiSTESI

4XIN4004 Diyodu

| adet gerilim regulatsrt
SFC2309R veya esdegeri LM309K

IX 330 ohm/0,5W

IX pot.lk ohm
| elektrolitik kon.3300 uF/40V
2 adet kagit kendi 0,22 uF/
50V (C2 ve C3)
| trafo 220V /24V =2A(T)

© Bir ikili komutator (1)
0 ile 25V voltmetre (V)
0 ile 2A ampermetre (A)
12V'luk ampul
kutu.

Not. Besleme algak gerilimle
gikig yapiyorsa (5 veya 6V) en-
tegre devrenin harcadigi-akimi si-
nirlamak gerekir.Cunkt, bu ug-
larinda 8nemli bir gerilim degeri
bulundurdugundan, harcamada & -
nemli degerde olur.Cikista 5 volt
ta | amperlik akim isteniyorsa, Cl
in uglarindaki gerilimi azaltmak
gerekir, ornek otarak 6 ile 8V.gi-
karan sekorider!i trafo kullanmak
gyeterlidir.

MEKANIK YAPIM

Kullanilan trafoya gsre kutu-
nun 8lculeri ayarlanir. Izolasyon
regilatsr igin gereklidir. Kanatl
sogutucu kullanilabilir, V seklin-
de 4 veya 5 mm kalinligindaki ba-
kir veya altminyum levhada ayni
isi gorir.DiyotlarBaskili devre U=
zerine monte edilir. 1,2 mm ka-
linhi§inda tel baglantilar iginkul
lantlabilir. On yize potansiyomet
re, ve sinyal 151§1 ile voltmetre ve
ampermetre takilacak yerler ayar-

lanir.Ayrica +, - uglarini takmak
gerekir.
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ALGAK FREKANS
SES KOMPRESGRU

Teybe mikrofondan ses almak
istedigimizde modilasyon kompre-
sorunin buyuk yarart vardir. Sur-
modulasyonsuz kayitlar yapmak is-
teyen amatsre gergekten luzumlu
bir alettir.Kayit esnasinda  mik-
rofonu dudaklara yakin tutmak ol -
dukga zordur, esas muhim olan ise
mikrofondan gikan sinyal kendine

Feridun BORA

uygulanan akustik masingin fonk -
siyonudur ki bu basing mesafenin
karesine oranla kiigilur.
Modilasyon kompressris bir bas
frekans devresi olup gtkista sabit

" genlikte sinyaller turetir.Bu sin-

yaller, giriste degisken olsq bile,
sikista sabitligini korurlar,
Yeterli genislikte frekans ban-
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Sekil : 2

danda ¢alisma giictne sahiptir., Kar
silik verme suresi gok kesindir.
Amacimiz, girig sinyalleri ne
kadar duzensiz olursa olsun, cikis
ta sabit genlikte sinyaller Uretmek
tir.Karsit-reaksiyonlu amplifikatsr
le gikista sabitlik elde edilir.Gi-

rig sinyali arttiginda karsit -reaksi

yon amplinin kazancint azaltir ve
bunun aksi olarak ¢alisma gergek-
lesir.

Sekil I'de devre semasi verilmis
tir.Bir titresim devresi modulasyonu
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sekil : 4

QI-MPF 102 alan etkili transists-
rune iletir. Iki sik olabilir : komp
ressr Sla=Slb ikili komutatsrinle
kisa devre edilir ve kompresyon s~
firlanir veya komitatsr terazilenir
ve kompressr galistirilir.

QI alan etkili transistsro yuk-
sek bir girig empedansina sahiptir
ve fondaki gurultulere kargi koru-
yueu vazife gorur. Girig empedan-
st 470k oldugundan RI direnci
baglanmistir.

Bu szellik, 200o0hm'dan 470 ohm
empedansa kadar her gecit mikro-
fonun kullaniimasini saglar.

Ql'in dayagi 4, 7kohm'luk R2.
direnci ile yuklenir,  halbuki
kaynak 1,8k ohm'luk R3 direnci
ile polarize olur.Dekouplaj 100

20

uF'lik C2 kondansatsri ile Re'euy
gulanir, .

sasi ile D ayagt arasinda ge-
gici bandi sinirlayan ve HF  sin-
yallerini eleyen | nF'lik C3 kon-
dansatsry bulunur.

Ql'in D ayaginda modilasyon
meydana gelir, ve | uF'lik C4 kon-
dansatsry ile ICI-MFC40I0A enteg
re devresinin 4 nolu ayagina ileti-
lir.C4 kondansatsri 4,7k ohm' luk
R2 direncine seri baglidir.ICl sin-
yali yukseltir ve ses kaydinin yik-
sek frekanslarini filitre eden | uF'
luk CI3 ve 15k ohm'luk R22  dj-
renci Uzerinden ¢ikig seviyesini a-
yarlayan 4,7 kohm'luk Pl potansi=-
yometresine iletir.

Radyo-TV Elektronik
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Devre

Diger taraftan, ¢ikig BF  sin-
yalinin bir pargasi 180 ohm'luk R7
ve |0kohm'luk R3 bolucu  kopri-
sinde gozukur ve Q2-BCI79  ve
Q3-BCI08 transistsrlerinden olu -
san ampliye gelir. Ampli devresi
karsit-reaksiyonlu ve  degisken
kazangli olup ICI entegre devresi
nin ¢ikig ve girisi arasina [0uF'l1k
C7 kondansatsri aracihigi ile bag
lanmistir.10 uF'ltk C8 ve 10 uF'lik
C9 kondansatsrlerine seri bagli Q2
ve Q3 transistsrleri sayesinde amp
linin kazanci degisir. 4

10 nF'lik ClII kondansatsri ile
meydana getirilen kumanda sinya
li IN914-D. diyoduna ve Q6-BC-
108 transistsrine etki ettirilir. Son
ikisi, beraber dogrultucu katidir .

Elde edilen surekli degisken geri-
lim Q4 ve Q5-MPFI02 alan etkili
transistsrlerine etki eder ve i¢ di-
renclerinin degismesine sebep olur.
470kohm'luk R20 ve 10 uF'lik
Cl2 sistemin dinlenme zamanina

donusgunt saglar.470kohm'luk R20
ile 0,2 saniyelik gecikme vardir.

Q7-BCl08 transistsri ImA du-
yarli G gekonometresi igin dogru
akim amplifikatsr vazifesi gorur.

0 ile 0,4mV arasinda giris sin
yali degistiginde ¢ikis sinyali 0
ile 60mV arasinda degisir. 0,4mV
u asan sinyallerde kompresyon sis-
temi devreye glrer ve ¢ikisi 60mV
a sinirlar.

Moduliun beslemesi =12V ile ca
higir, bu gerilim teyp veya . pil -
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lerle elde edilebilir.
MAKETIN YAPIMI

a) Kutu : Olgileri 90X60X30
mm. Jekil 3'te kesilecek kisimlar
ve deliklerin yeri gsruluyor.Ke -
narlarin geriye dogru 90° kivrik
olduguna dikkat etmek gerekir.

b) Baskili devre : Sekil 4'te
baskili devrenin plan; verilmistir.
Baglantilarin fazla olmamas pla-
ketin yapiminda kolaylik saglar .
Bandlar eni 1,27 mm olarak ¢izil-
mistir . Cl epoksi veya bakalit par -
gast Uzerine kazinmistir, 107X72
mm. Butun delikler § Imm ugla a-
gtimistir.Modiilun takilmas, igin
2 3,2mm lik iki delik agihr,

c) Kablo baglantilary :3ekil 5
te baglanti plant verilmigtir.On-
celikle direngleri daha sonra de-
ger artiglarina gsre kondansatsr -
leri lehimlemek gerekir.

Daha sonra plastik kondansa-
torler ve yari iletkenler gelir.

d) Modiilin diga baglantisi :
vekil 6 Galvonometre kutuya
hemen baglanmamasi gerekir . Ko-
mutatdr, potansiyometre  tak(l -
diktan sonra normal kablo veyab-
lende kablo ile baglantilar yapilir.
-~ Kompressrin szellikler;

- Kompresyon gami : 45 4B

- Cevap egrisi : 20 Hz'den 20 kHz
e lineer
Armonik bikilme - 0,1 % linee
kisimda [,5 % kompresyon kisim

24

Giris empedansi : 470 k ohm
Gikis empedansi : 4,7 k ohm
Grkis sinyali genligi : 60 mV
Kompresyon girisi : 0,4 mv
Cevap zamani : 0,1 ms 20 db’
lik degisim igin 10 kHz'de bes-
leme : 12V,
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ZENER DIYOT
YAPABILIRSINIZ

Zenerler fazlaca kullanilan
devre elemanidirlar.Ne yazik ki ;
tek bir zener diyot, belirli  bir
voltaj degeri igin kullanilir .An -
cak, bazi durumlarda birkcg
sabit veya devamli degisebilir
voltaj gerekli olur.(Ornegin : ba-
z1 ev galigmalari igin yapilan  a-
daptsrlerde) Ayrica 3 V'un altin-

Erdogan ALTINBAS

da, istenen degerde zener diyot
bulmak gug olabilir.(l,5 V'luka-
daptor yapmak istersek, 3V'un al-
tinda zenere ihtiyag duyariz.)
Birkag, direng ve iki fransis-
torle devre gergeklesir.Bu  yeni
zenerin ¢ikig (Kirtlma voltajr) vol
taji, 12V'dan IV gibi kiguk  bir

degere kadar istenen yere ayarla:
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nabilir.

sekildeki bu devre oldukca ba
sittir .RI'in Uzerindeki voltaj yak-
lasik 5V oldugunda RTrl  transis-
toru iletken olur.Dolayisiyla R3
uzerinde gerilim dusmesi Tr2 tran
sistorinu iletken hale getirir. Fa-
kat, Tr2'den, hem Trl'in hem de
Tr2'nin iletkenligi korunacak se-
kilde belirli miktar akim akar. O
andaki, Tr2'nin Kollektsr-Emetsr
voltaji, zenerin voltaji olmakta-
dir.

Trl'herhangi bir silikon, PNP
transistor olabilir. Yiksek — akim
kazangli olmasi tercihdir.Tr2, her
ne kadar kritik degilse de zenerin
guct Tr2'nin gicu ile ilgilidir.Se~
klideks 100 k pot. ile zenerin vol

aji ysirekli degistirilebilir.Bunun
yerine cetvelden bulunan  birkag
direng ve bir komitatsr da kulla-
nilabilir.Bu cetvel igin R3 = 3,7k
kabul edilmistir.

Bu 2 veya 3 transistorli dev-

ru gevrildigi zaman bas asagiya
dogru ¢ekildigi zaman tiz  olur.
P2 ise ses kontrolu.igindir.

releri ile basabas gidebilecek tip-
tedir. Girig direnci yaklagik = 100
k kadardir. En buyik szelligi tek
transistsrlu olmasidir . Bu devre 200
W'a kadar kuvvetlendiricilere vy~
gulanabilir.Buna bas ve tiz dey-
resi baglanmak istenirse ton dev -
resi preamplinin snine baglanabi-
lir.Sekil 2'de ton devresi  veril -
mistir,

Bu devre kristal pikaplardakul
lanilabilir ayrica karbonlu ve yik
sek empedansli dinamik mikrofon-
larda da kullanitabilir eger dusuk
empedansli mikrofonlar kullaml -
mak istenirse bir transformatsr kul
lanish uygun olur.,

Bu devrede kullanilan  AC/SI
transistori yerine ACI88, ACI28
gibi transistorlerde kullanilabilir.

Ton devresinde ise Pl tonaya-
riigin kullanilir, Pl yukariyadog

MEKTUPLA RADYO
KURSLARIMIZA KATILINIZ

Adres:
Posta Kutusu: 1126 Karakoy
ISTANBUL




SELCUK SOFULAR-BESIKTAS

SORU : TRAC Radyo-TV Elek-
tronik Cilt 9 sayr 35'deki " Mors
caligmak igin 2 Bazer" gemasindan
hoparlsrlu olanini yaptim. Calig-
tiramadim devremi defalarca kon-
trol ettim, transistorlerin yerleri =
ne yenilerini taktim yine calig-
madi . Denemeleri surdurdum.  Bu
sefer elimde olan baska marka fran
sistorleri denemeye bagladim.Dev-
redeki birinci ACI26 transistori ye
rine BCI77 taktim devre galisti.Bu
nu nasil agiklarsiniz . Bir sorum da-
ha var. Bu bazerin sesibana biraz
ince geliyor. Sesini kalinlagtirma=
nin bir garesi var m ?

CEVAP : Denediginiz devrede
osilatsr katinin ACI26  transistort
ile calismadigr fakat BCI77 ilega-
listigr anlagiliyor.Bu osilator elek
tronikte "faz stelemeli osilator o=
larak bilinir.Bir amplifikatsrin gi-
risi ile ¢tkisi arasina direng ve kon
dansatsrierle olusmus bir devre ko~
nar ak yapilir.Bsyle bir devrenin
osilasyon yapabilmesi igin transis—
torunt kazancinin belli bir deger -
den buytk olmasi gerekir.Kullan-
digimz ACI26 transistorlerininka-
zunclarimin duguk oldugunu sant-

Y . Muh . Orus BILGIC

talit mi? Hayir. Piyasada ayni i =
simli fakat Uzerleri degisik renk
ya da harflerle isaretlenmis tran-
sistsrler vardir.Bu isaretler tran—
sistorin kazanci ve dayanabilece
gi kollektsr-emetor gerilimi sinir=
lari ile ilgilidir.Bu degerler tran-
sistorun katalogunda verilmistir . Bu
3u bilgilerin 1s1ginda sizin  soru-
nuza tekrar dsnersek, muhtemelen
az kazangli transistorleri kullan -
diginiz neticesine variriz.Kazanct
yiksek ACI26 transistori kullanir-

saniz devreniz mutlaka ¢alisacak-
fir.

ikinci sorunuza gelince, osi-
lator transistsrunun kollektsri ile
bazi arasindaki geri besleme dev
resindeki bir birlerine egit direng
ve kondansatorlerin degerleri si-
rastyla R ve C ise k bir sabit ol -
mak Uzere elde edilen ses isare-
tinin frekansi
. S
2 RC
formulu ile hesaplanabilir. Bura—
kalinlagtirmak, yani frekans kii-
cultmek igin R'yi ya da C'yi bu-
JEEY RSO U D 2



OTOMATIK AKU SARJORU

Otomatik akimulatsr — sarjori

Bu sarjsr nikel, kadmimum a-
kimulatsr aragtirmalarimin 15164
altinda ve sncelikle radyo  ku-
manda sistemleri igin dusinilmus
ve meydana getirilmistir. Esasinda
iki ayri sarjsrden meydana gel -
mektedir :biri 50 mA'lik 12V /500
mA'lik akuler igin bir sarjor  ve
digeride 50 mA'lik fakat 4,8V/
500 mA'lik akiler igin bir sarjor -
dur.Bunlar radyo kumanda sistem-
lerinde en gok kullanilan akimi-
latorlerdir Ama bu degerler hicbir
zaman igin bir sinirlandirma ola -
rak kabul edilmemelidir, zira lA
e kadar kigik kapasiteli akiimi-
latsrler igin bu devre ufak-tefek
bazi degisiklikler yapilarak kul -
lanilabilir.Bsyleyken bu  sarjor
ile, flag akuleri radyo alicisi, a-
kuleri ve sarijli cep lambalar: igin
emniyetle kullanilabilir.

TANIMI

Oncelikle devremiz 12 ve 2{1

29

Geviren : Aykut BAYRAKTAR

voltluk bir transformatsri kapsar .
Ozelligi ise aku kapasitesinin 1/
[0'u degerinde bir akim saglayan
hizli bir sarj yerine yavas bir sarj
ile (akt kapasitesinin /50 veya
1/100'6) akimilatsry daha emni-
yetli olarak dolduran ve akimila-
tor doldugu takdirde kendiligin -
den stop eden otomatik bir devre
kesiciye sahip olmasidir.Bsylece
tum akimilatorleri imniyetle ve
basinda beklemeyi gerektirmeden
sar| etmeyi kolaylastirmaktadir .




CALISMASI

Ayni devre Uizerinde bulunan
iki kimeden biri sekil I'de goste-
rilmistir.

MONTAJI VE AYARLAMALAR

sekil 3 ve 4'te goruldugu vze-
re devreler baskil devre Uzerine
monte edilmislerdir.Transforma -
tor ve baskili devrelerde 8n yuzu
nede duylar, ampul ve butonlar:
koyacagimiz bir kutu igine yer-
lestirilir. Montaj gozden gegiril-
dikten ve akumulatsr baglandik -
tan sonra (akumulatsr 50 ohm'luk
bir potansiyometre ile seri olarak
baglanir) buton'a basthr.Pl ayar-
lanir ve reosta minimuma getirilir.
Bu sirada ampermetrenin 50 mA'li
gostermesi gerekir. Ampulde yan-
maktadir . Bsyleyken sarj kutuplar
rina bir voltmetre baglanir .Reos-
tanin direnci, 15V bulunana ka -
dar yukseltilir. Pl potansiyometre=-

“sinin de direnci yukseltilmeye bas

lanir. Bir yerde gerilim fark 14,5

* V'a duser ve ampul soner.Aynt ig-

lem 4,8V'luk akiumulator ile tek-
rarlanir.Bunun igin ampulin sén-
me ant 6V'tur.Bu sarjor, 2,4V ve
I8V arasi butun akimulatorlere vy
gulanabilir.En fazla sarj 100 mA
olacaktir.

100 mA'den kuguk sarjlar igin
RI'i dusurmek yeter.R3,R5 ve PI'
de ayarlamak gerekir.Bu ise ko~
laydir . Akimulaterlerin her bir
[,2 Volt'tur ve ampulin yanma
ani ise |,5 Volt'ta olur.Zira sarji
biten her bir gszu, sarj sonundal,5
volt'luk bir gerilim farkina ulagir.
Ama sunu da unutmamak gerekir.
nunkinden en az iki kati kadar faz
la olmasi lazimdir.

Not : Tl ve T2'yi ufak bir rad-
yotsr ile sogutmakta fayda vardir .

Devrede sunlar gszukmektedir.
(redressr) dogrultmagtan sonra 12
ve l4 volt saglayan dogru  akim
besleme resimde gérilen transfor-
matsr 24 volt sekonder sarimli bir
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=il tansformatsrudir, bir orta ucu
vardir.En fazla IOVA. gicine e-
rigsebilir ki bu da bizim igin yeter
lidir.

Cl, C2, RI3 ve L den meyda-
na gelen bir filtraj elemani L sar-
jin bittigini isaret eden bir ampul-
dur hizh sarj aninda 60 mA'lik bir
akim gegirir ve 151k verir.Oysa ki
normal sarj esnasinda bu akim 20
A'e duser ve buda filamanin an-
cak, biraz kizarmasina yeterl idir.

T2 transistoru bir agma kapama
elemani gorevindedir.Hizli sarja-
ninda T3 bloke olur ve T2 gegirg-
gendir.T4'tn kollektsrinde T2 'yi

doyumu haline getirmeye yetecek
negatif bir polarizasyon olur bsy =
leyken de sarj akimi akiye  ka-

dar gelir. Akomulator kutuplarin-
daki gerilim, sinirina ulastiginda
‘trigger dengelenir.T4 bloke olur
ve T2'yi de blokaj haline sokar.

3u hal istenildigi kadar devam
edebilir ve butun bu zaman zar-
finda da aktmulatsrin sarji mak-

 simumda ve sabit kalir.D3 diyotu/

da ayarlamalar sirasinda akimula-
tsr kutuplarindaki gerilimin T2'nin
kutuplarina kaymasint snler.

Klasik bir akim jeneratsri T
den olusmaktadir. Dl ve D2 diyot-
lart da Tl'in bazini sabit bir geri-
limde tutarlar.Bu gerilim sabit o-
lunca da TI'i gegen akim sadece
ve Rl ile degisebilir bu da devre~-
yi hig etkilemez.

ELEKTRONIK Dergi ve Kitap YAYINEVININ
OKURLARINA HIZMETI

| MEKTUPLA RADYOCULUK
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3 KANALLI I§IK
MODULATORU

Bu yazimizla  sundugumuz 3
kanalli 151k modulatsrinde ug
adet BFY5I silisyumlu NPN  tran-
sistor kullanilmigtir . Bu transistor-
ler yararlanilan ses frekans  kuv-
vetlendiricisinin hoparlsr  ugla-
rindan gelen ses frekansli isaretle -

Dundar SABIS

vi, tristor devrelerinin tetiklenme-
si igin duzenlenen devreyle di-
rekt baglantisini keserler. Trans-
sistorlerin yuk devrelerinde bulu-

nan T2, T3 ve T4 transformatsrleri

bu yalitma islemini. tamamlarlar
Bu nedenle 151k lambalarinin ca-

£

d

é_F Hoparlor Uglarma
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lsmasini saglayan 220 Volt'luk
sehir sebeke gerilimi higbir  za-
man hoparlsr devrelerine  gege=
mez.T2,T3 ve T4 transformatdrle-
ri 6,3V veya 9V sekonder 250mA
lik adaptsr veya zil transformator -
leridir.Bunlarin primer  sargilari
10V veya 220Volt olabilir.  is-
tenirse devre bir kanalli  olarak
da duzenlenebilir.Bu halde  &r-
negdin Tr3 ve buna bagl devreler
kullanilirsa Trl ve Tr2 ile  buna
bagli devreler gikarilabilir.

Tl transformatsrinin sekonder
devresi 6 ile 9Volt arasi veen az
2 amper vereb;lecek gucte olma-

lidir.
Baglanacak ses frekans kuvvet-

lendiricisinin gikig gicU  devre-
nin gosterilen durumuyla 0,5Watt
ile 10 Watt arasi olabilir.Daha gig
U kuvvetlendiricilere 151tk modu-
latsru baglanacaksa hoparlsr ug-
larindan transistsrlerin bazlarina
gelen yollarda bulunan direngle-
rin degerleri gogaltitmalidir.
Lamba devrelerinde kullanilan
tristorler en asadr 400 Volt'luk ge
rilime dayanabilmeli ve gegirecek
leri akim degeride 3 Amperden a-
sagi olmalidir. Tristorlerin ufakta
olsa bir sogutucuyla birlikte kul-
lantlmalari snerilir.Bu  kosullar
altinda 220V 200W'lik  ampuller
rahatlikla kullanilabilir . Tristorle-
rin gerekli ses kuvvetlerinde ¢alig
masini saglayacak ayarli direng -

ler istege uygun aycrlanacakflr
R IR
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gortlen arti ve eksi isaretleri

bu devreye baglanacak ses  fre-
kansi kuvvetlendiricisinde bulu-
" nabilecek dogru gerilimli akimin

yonlerini gsstermek ve bunlarin

dogru baglanmasini saglamak ama-
cryla konulmugtur . Isik modulats=
ronu kullanilacagi kuvvetlendiri-
ciye baglamadan snce gerilinmsl-
culmeli ve kuvvetlendirici dogru

saglanmalidir.

Devrede isaretlenmis bulunan LC
(faz) ve N (Notr) uglari sebeke
gerilimine baglandiginda bu  ug=
lar arasinda 110 veya 220 Volt'luk
bir gerilim bulunacaktir.Bu geri=-
limlerin insan hayati i¢intehlike-
li oldugu higbir zaman unutulma -
mali, galismalar buyuk bir  dik-
katle surdurtlmelidir.

PARGA LISTESI

Tl : 110 veya 220/6-9 Volt
2 Amper adaptér transformatsri
T2, 13,74 : 110 veya 220/6-9
Volt 250 mA adaptsr veya zil
transformat&ru
Trl, 2, 3 : BFYS5I

- SCRI,:2,3 : Bst Do 226,ECC386
(400V 3A)
39 ohm IW, 47 ohm IW
470 ohm 0,5W 2 adet
20 kiloohm 0,5 3 adet
100kiloohm trimpot 3 Adet

10 mikrofarad 12V 2 adet
100 mikrofarad 12V 2 adet
f[ooo0 " 25V
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HRADYO AMATORLERi IiCiN

TRANSISTORLU
DEVRELER @ =,

Derleyen: Y.Mith. AVNi MORGUL

‘Gegen sayilarimizda transis- Son yillarda tim devre tek-
torlu 8n kuvvetlendirici devreleri- nolojisinin gelismesiyle gu¢ kuv=-
ne drnekler sunmustuk . Bu sayida vetlendiricileri de artik genisgap
ses frekans kuvvetlendiricilerinin ta tum devre olarak yapilmaya bag
son bslumunu, ses frekans giig kuv- lanmigtir . Bugun 100 watt'lik +om
vetlendiricilerini sunaca§iz. devre gUg kuvvetlendiricileri bile

Giris
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mevcuttur.Ancak Radyo Amatsr-
leri igin gerekli olabilecek gug
kuvvetlendiricilerinin sadece bir-
kag watt'lik olmasi yeterlidir.Hat
ta gogu zaman 0, watt bile tat-
min edici olmaktadir.Cunky  bir
radyo amatsri alicisini en ¢ok bir
kag metre uzaktan dinleyecektir.
Bu nedenlerle verecegimiz drnek~
ler kiiguk guglu devreler olacakiir.
Sekil I'de harcialem transistsriv bir
gig kuvvetlendiricisi gsruluyor.
Devrenin gikigindan alinabilecek
gug, kaynak gerilimi ve hoparlsr

empedansina bagli olarak su for -
mulle hesaplanir :

P=V{/(8.R)

Ornek olarak kaynak gerilimi 9
Volt, hoparlsr empedans: 8 ohm
ise P, cikig gucu, 81/64 =1,26
watt elde edilir.Ancak ¢ikigtran
sistorleri bu gict verebilecek se-
kilde secilmeli ve uygun bir so-
gutucuya boglanmalidir .Bu davre
de oldugu gibi ¢ikista BDI3E -
BDI36 ¢ifti kuilantldigr ve |.5mm
kalinhiginda 10 cm? sogutucu kul-



Sogutucu

47k1]

T

o

dekil : 3

lantldigr takdirde 6-7 watt'a ka-
dar ¢ikis gigleri tehlikesizce el -
de edilebilir.Eger daha kiguk gug
[U bir kuvvetlendirici yapmak is-
tiyorsaniz kaynak gerilimini 4,5~
é Volt yapmak sartiyla ¢ikista
0,5 watt gig harciyabilen sogu -
tucusuz kigik transistsrler kulla-
nabilirsiniz. Devrenin girisine uy~-
gulanmasi gereken gerilim gene
gikig gicU ve devrenin kazancing
baglidir.Ornek devrenin kazanc:
10 civarinda secildiginden maksj-
mum gikis icin gerekli giris geri -

24

limi tepeden tepeye | volt veya
efektif 0,3 volttur.100 ohm'luk Rl
direncini azaltarak yada | kohm *
luk R2 direncini buytterek devre=-
nin gerilim kazanci arttirilabilir.
Ancak bu durumda distorsiyon da
artacaktir, U

sekil 2'de melez bir devre
gorulvyor .Bu devrede gerilim kuy-
vetlendirici devresi bir tim dev-
re gikig kati ise komplementer pug
pul transistsrlu olarak gerceklen-
mistir.Bu devrenin yarari cikig tran
sistorleri yandigi takdirde tum dev-

~ a - e -



‘enin zarar gérmemesi‘buno kargi =
lik distorsiyonun kuguk olmasi igin
jerekli yuksek gerilim kazancinin
‘Um devre tarafindan kolayca sag-
lanmasidir.Cikista gene BDI35-BD
136 kullanilabilir.

Sekil 3'de tek bir tim devre-
den yapilmig bir gig kuvvetlendiri-
cisi goruluyor Bu devrenin en bUyUk
tun aktif elemanlarin bir tim dev -
renin icinde gergeklestirilmis olma
sidir.Buna karsilik kazara gikig ki~
sa devre olursa veya baska bir ne -
denle devre hasar gérirse butun tim
devrenin birden bozulmasi kaginil-

“mazdir.Bu devrenin yapiliginda dik

kat edilecek ikinci bir nokta  da
toprak uglarinin  kisa ve kalin i -
letkenlerle birlestirilmesi geregidir.
Aksi halde devre ostlasyon yapabi-
lir.

Butun bu kuvvetlendiricileri-
yalniz kulaklik ¢ikisi olan bir ali=
cinin gikigina bagliyarak aliciy:
hoparlsrle kullanabilirsiniz. Ay-
rica kendi yaptiginiz bir devrenin
ctkisina baglayabilirsiniz.  Eger
devre yeterince ses vermiyorsa gi-
rigine daha onceki sayilarda ver =
"digimiz on kuvvetlendiricilerden
birini baglayabilirsiniz.

ILK TRANSISTOR
(Sayfa 49'dan devam)

4.9. DI (distile) suda 2M ohm~-

m Ustine gikana kadar (fakat en

1z 10" sure ile) durulama, sonfrafu[—
le kurutma. :
. 4.10. 10" HF eriyigine daldirma.

4 .11 . DI (distile) suda 2M ohm
:m UstUne ¢ikana kadar (fakat en az

5' sure ile) lui  1ma, santrifijde
e 200°C de | I, debili N2 at -
nosferinde 20' k iri tma.

5. Aluminyum serme, sekillen-

dirme, tavliama.

5.1. Al buharlagtirma.

5.2. 3000 d/d da 20" sire ile
Shipley AZ (pozitif fotorezist) ser-
me. o

- 5.3. 90 C'de 5' sure ile sn=-

disirme.

5.4. Baglanti yollari maskesi ile

UV =igiklandirma.

5.5. AZ-Developer ile 20" de-
velopman, DI (distile) suda galka~-
lama. -

5.6. DI (distile) sudu 10" duru-
lama, santrifijde kurutma, 130° C
de son-pigirme.

5.7. Al=asindiricida 50°C de
agindirma.

5.8. DI (distile) suda 10" duru -
luma, santrifijde kurutma.

5.9. AZ-soyucuda 50°C de AZ

soyma.

5.10. DI (distile) suda 10" duru-
lama, santrifgjde kurutma.

5.11. 450° C de 2 It/d debili
N2 ile 10' tavlama.
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ELEKTRONIK DUNYASI .
SAY1 35-36 DAN DERLENMISTIR.
i.T.U. Elektrik FakUlfesi, Elek°- Bb‘ylece yurdumuqu ”k kez b;r

tronik ve Yuksek Frekans Teknigi  |gboratuardg modern ysntemlerle
Kursusine bagli olarak kurulan "Ya- fransistor yapimi gergeklegtirilmis
riiletken Teknolojisi ve Mikroelek - olmaktidir.

tronik Laboratuari" nda Prof.Dr. ~ Bu basgarilarindan sturu Prof . Dr.
Duran LEBLEBICI baskanliginda ya= Durgn LEBLEBICi'yi gonulden kutla-
ptlan, "spin-sn katkilama teknigin=r 2 . -

de yararlanilarak ilk MOS transis-

tor dizisinin gergeklestirme calis - MOS transistsr
malari Mart ayi igerisinde basari i- l_e;firilmesine”i§ki
le sonuglanmistir.

X

dizisinin gercek-
n Laboratuar ra-~
porunu asagida aynen sunmoktcylz.

0



"SPIN - ON" KATKILAMA
TEKNIG ILE GERGEKLESTIRI-
LEN MOS TRANSISTOR
Dizisi

OZET

iTU Elektrik Fakultesi Elektronik ve
Yuksek Frekans Teknigi Kursusu

Bu raporda 1.T.U.Elektrik Fa-
kiltesi Elektronik ve Yuksek Fre -
kans Teknigi Kursusu'ne baglt ola=
rak kurulmus bulunan " Yari iletken
Teknolojisi ve Mikroelektronik La=
boratuari"nda "spin-on" katkilama
tekniginden yararlanilarak gergek-
lestirilen ilk MOS transistor dizisi-
" nin yapiminda izlenen yol ve ula -
silan sonuglar verilmistir.

GIRIS

Bu galigmanin amaci laboratua-

rimizda-bu asamada-katkilama yon-

temi olarak secilmis olan "spin-on"
teknigini aluminyum gegitli p-ka -
nalli, kanal olugturmali (enhance -
ment type) MOS transistérleringer =
ceklestirilmesinde denemektir.Birim
kirmik (chip) alani | mm2 alinmigtir.
Henuz yeteri kadar denenmemigolan
maske hazirlama ve ayarlama di-
zenimizin toleranslarinin gergekles-
tirilecek MOS' lar Uzerindeki et-
kilerinin ihmal edilebilecek kadar
kuguk kalmast igin boyutlar buyuk
tutulmustur . Kirmik Uzerindeki MOS
larin kanal uzunluklari L =40 um'

dir. Kanal genislikleri ise dort
MOS'tan ikisinde 500 um, birinde
250 um ve birinde 150 um dir.
Taban malzemesi olarak (1.0.0)

yonelimli 10 ohm em'lik (Np 5.10l4
) n tipi (fosfor katkili) silisyum kul-
lanilmigtir. Gegit oksidi kalanhig

* ox = 120 mum (1200 A°) segilmig-
tir.MOS'larin elektriksel ozellik-
lerini belirleyen snemli etkenler -
den biri olan Qg oksit-yariiletken
gegis yuzeyi yuk yogunlugunu kris-
tal ysnelimi ve gergeklestirme sira-
sinda uygulanan 1sil iglem belirler.
(1.0.0) ysnelimli silisyum igin Qg
yapim kosullarina bagli olarak

1010 ... 1012) g (cm™?)
arasinda bir deger alir.
2. ESIK GERILIMI

p kanalli kanal olusturmali MOS
transistorler igin esik gerilimi

Vi= s *29¢, -

Q‘J?s o qND‘Q’F} -

Cox
_ Qy

Cox

(r)

bagintist ile belirlidir.Burada MS
gecit elektrodunu olugturan ilet-
ken ile yariiletken taban malzeme-
sinin gikig igleri farkidir ve Alumin=
yum=silisyum (n tipi) igin degeri

- 0,3V mertebesindedir.



Cox birim yuzey (cmz) basina
oksit kapasitesidir ve degeri

fox &

kOX

Cox =

(2)

bagintisinda €., = 3,9 (silisyum di-
oksidin dielektrik katsayisi), €=
8,86.107 (F.cm=) x_ 1207107
(cm) degerleri konularak hesaplanir-
sa

Cox =2,88 . 1078 F.cm=2
bulunur,

PFn taban malzemesinin Fermi
potansiyelidir ve

an = - kT ln
q n;

(3)

bagintisi ile belirlidir.T = 300°K ;-

40

¢in Np =5.104 (cm™3), n; =1,45.
1019 (cm=3) buyuklvkleri kullanila-

rak degeri hesaplanirsa
Ppn= 0,27V

(1) bagintisindaki Ggincu terim,
& =11,7 (silisyum dielektrik katsa-
yisi) ve degerleri yukarda verilmis
olan steki buyuklukler cinsinden
bulunur. :
Bagintinin son terimi olan Qqy/
Cox ise yapim kosullarina bagli o -
larak ’

10'9 . (1,6.10719) = 0,056V
2,88.1078
ile 1012, (1,6.10719 5 6y
2,88.10-8

mw

it 77,9
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Sekil I.(a) Kirmiklarindan biri-

nin Uzerindeki 4 MOS ve

ara-

baglantilari, Tl ve T2'nin kanal

genislikleri 500 um, T3'Unki250

um ve T4'nki 150 um'dir.

(b)

MOS'lardan birinin kesiti. A

(cevre oksiti kalinligi) =4800A°
B (difuzyon bslgeleri Uzerindeki
oksit kalinligr) = 1500A°, C(ge-
cit oksidi kalinligi) = 1200 A®, D

(difuzyon derinligi)

I,5um.

arasinda bir deger alabilecektir.Bsy- plan Uzerinde isaretlenmistir.

lece elde edilecek esik geriliminin

arasinda bir deger alacagdt sonucuna

varihr, '

3. YAPI.
Gergeklestirilen MOS transis-

tor dizisinin semast ve transistor -
lerden birinin kesiti 3ekil 1'de gos
terilmistir.Sekil 2'de de MOS'la-
rin kirmk Uzerinde yerlestirme p-
lani slcekli olarak verilmistir. Ger
ceklestirmede kullanilan 4 maske
(difuzyon bslgelerini, gegit oksiti
bslgesini, baglanti pencerelerini.
ve gegit elektrodlari ile iletken
yollari belirleyen maskeler) de bu

Yapimda kullanilan ve gekil 2
dekinden snce 10 defa, sonra bir
10 defa daha kigultulup tekrarla-

" ma kamerasinda tekrarlanarak elde

edilmis olan son maskeler, herbiri
20'lik 20 siradan olusturulmustur .
Boylece elde edilen 20x20 mmZik
bir alan kaplayan maskeler 400kir-
migin bir pul (wafer) Uzerinde, bir
arada gergeklestirilmesine elverig-
lidir . Laboratuarda-ekonomi amaci
ile -standard 2" (inch) ¢apli silis-

“yum pullar dorde bslunerek kulla-

.....

nildigindan bu maske buyuklugu
uygun gorilmustor.



BU YAZIMIN YAYIM! UZERINE i.T.U. ELEKTRIK FAKULTESI
. . YUKSEK FREKANS .
TEKNIGT KURSUSU PROFESORU SAYIN Prof. Dr . Duran LEBLEBICININ,

GONECERDICT ACIKLAMA YAZIS]

LT.U. ELEKTRIK F'AKULTESI, YUKSEK FREKANS TEKNIGI KURSUSU

GUMUSSUYU - 1ISTANBUL

SAYIL: ISTANBUL, 5 Temmuz 1978
Elektronik Diinyasi Dergisi
Yayin Midiirliiiine,

Derginizin 35. sayisindaki "Tiirkiyede Ilk Tranzistor Yapilda" baslikla
yaz1 dolayisi ile agafidaki agiklamay:r yapmayi gerekli giérdiim. Bu agiklamayi
¢rkacak olan 36. sayida, gazinin ikinei balﬁmﬁnﬁn‘ﬁaglnda yayinlamanizi rica

eder, saygilar sunarim,

Prof.Dr. Duran Leblebici

ACIKLAMA:

Elektromik Diinyasi'nin 35. sayisindaki "Tiirkiye'de Ilk Tranzistor Ya-
p1ldi® baglikli yaziyi Laboratuarimizan galismalarini amatérlere duyurmasi
agisindan memnuniyetle kargiladim. Ancak yazinin girig bsliimiindeki, el&é‘
edilen bagarili sonucu bana mileden ve kigisel &vgii konusu yapan satirlara
kargy bu agaklamayi yapmayi bir gdrev saydim.

Elde edilen've gelecek igin iimit veriei olan sonuglar, gerék Labora-
tuaramizin pla3nlamap kurulmasinda gerekse kurulduktan sonra yapilan calig~
malarda gegitlilﬁlgﬁlerde katkilara olan biitiin Kiirsii elemanlarinin emekle-
rinin ve ahenkli bir grup ¢aligmasanin iiriiniidiire Bundan sonra da ayni an-
layigla ve geng arkadaglarimizin daha bilyilk katkilari ile yiiriitilecek ga-
ligmalarin, bu ilk sonucun &tesinde gok daha ilging ve Gnemli sonuglara

ulagilmasiny saglayacaZina inanxyofum.

Profe.Dr. Duran Leblebici

42 ' Radyvo-TV Elektronik



4. GERCEKLESTIRME ADIMLARI siti buyuttlmesidir, (Bkz. sekil 3. c»)
- Bunun igin, 60° (dak.) sure ile 50°
MQOS transistsr dizisinin  yapi=- C banyo egdeger sicakliginda nem-

minda kullanilan 4-maskeli Al,ge- lendirilmig Oy ile 1200°C sicaklikta
oksitleme yapilmigtir . Ardindan, bi-

git igleminde ilk adim vygun bigim=-
rinci fotorezist uygulama ve bslge -

de hazirlanmig silisyum pul Uzerin-
de 3800A° kalinhiginda alan  ok- sel asindirma (kisaca, agindirma )

1

P
- — P - - ‘ g -‘ﬂ
r " -11 r ] - n ]
) alt e | Nl
i ! Sheo ol ] I
li? 1 §:| .3! || i H
it i 1 ° —

CELE B oF W =

VELIE WHED cpd i it

!-2 | :! [l l i

. i N it . IR | .

i i 8 B Wi i ==
PR WEE L d1h ] {

| .. i 1IRH
cREI R H !
O EY fR Y ft ] M
H H . ‘T N
PR o E B ML R
AHRIH HE ) La] } vl
1 | |1 .
 Wd_ = - -

‘ Ly
s o —1 — gerey perce

4 mm

Sekil 2: Kirmiklardan birinin
Ustten gorinusy ve maskeler.
A : Baglanti pencereleri

B : Difuzyon alanlari

C : Aluminyum yollar
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sekil 3 = Mos tranzistsr dizisi yapin
adimlarinin sematik gssterilimi. ‘
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a) Si taban Uzerinde kalin
‘lan oksiti buyutulmesi.

b) I. bslgesel asindirma iglemi
ile oksit Uzerinde difizyon a-
dalarinin agilmas: .

c) "p=250" kati~faz katk,
emiilsiyonunun serilmes; ve
6n~-depolama sonunda jonk -
siyonlarin olusmas: .

d) 2. asindirma islemi ile
gegit bslgelerinin agilmasi .

e) Gegit oksiti  buyutilme -
si ve jonksiyon derinlik -
lerinin artmasi .

f) 3. Asindirma islemi ile te-
mas pencerelerinin agilmasi.

g) Aluminyumun serme  ve
4. agindirma iglemi ile sekil -
lendirme.

Radyo-TV Elektronik



islemi ile alan oksiti Uzerinde difuz -

yon adalari agilmistir, (Bkz, Sekil 3)
Daha sonra katt fazda 5-7.1020
em3 yogunluklu bor katkilayicisi
olarak kullanilan "Emulsitone P-250
silika emilsiyonu serilmis ve 1200°C
sicaklikta 10'(dak.) sure ile sn-de-
polama (predeposition) yapiImigtir.
Eslenik hata fonksiyonu bigiminde
difuzyon profili veren bu iglem so-
nucunda 0,5 um dolayinda jonksi -
yon derinligi saglandigi tahmin e -
dilmektedir, (bkz. Sekil 3.c).Bun=
_dan sonra ikinci agindirma islemi i-
le gecit adalart agilmig (Bkz. Sekil
3.d) ve 20'(dak.) sure ile [200° C
sicaklikta kuru 05 ile [200A° ka-
linhi§inda gegit oksiti buyUtulmus-
tur . Oksitlemenin baglamasiyla bir=

likte katkilayict silika tabakasinin
silisyum yuzeyi ile dogrudan temas:
ortadan kalktigindan difizyon ada-
larinda profil Gauss bigimine don -
nUsmus ve islem sonunda I-1,5 um
arasinda bir jonksiyon derinligine
erisilmistic, (Bkz, Sekil -3.e).Bu-
nu tguncy agindirma iglemi uygula-
narak temas pencerelerinin agilma-
st izlemektedir (Bkz.Sekil 3.f. ) .
Ardindan aliminyumun vakumdase-
rilmesi ve dérdinct agindirma isle-
mi ile bigimlendirilmesi gelmekte=-
dir (Bkz.Sekil 3.g). Yapimi  boy-
lece tamamlanan pul son olarak 450
©C sicaklikta Ny atmosferinde 10 '
(dak.) stre ile tavlanarak slgmeye
hazir duruma getirilmektedir.Ger -
ceklestirme adimlari gizelgesi Ek"
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Sekil 4~ Esik gerilimi dagtlim

Sekilde yatay eksen 50 mV araliklar halinde esik gerilimi, du-

sey eksen de esik gerilimi ilgili aralik iginde kalan saglam tran-
zistor sayisini gstermektedir. Saglam tranzistsrlarin % 53'Unin
asik merilime = 2.5V ile = 2.75V arasindadir.



te verilmistir.
5. OLCME SONUCLARI

Kullanilan geyrek pul Gzerine
sigdirtlan 317 adet kirmik, Uzerin-
de yapilan elektriksel slcilerden
500 um kanal genislikli transistsr-
lere iliskin olanlarinin sonuglari
soyledir : ‘

a) Saglam rin orani ve belger-
me gerilimi dagilimi :

Gegit kagagr olmayan ye

bigiminde tanimlanmig kollektsr -
taban belverme gerilimi 20V'tan
daha buyuk olan transistsrlerin sag-

lamhigr kriteri ile saglam trun oran:

%36,2'dir.Bu transistorlerin % 58,2
sinde belverme gerilimi 50V'un uUst-
tundedir.

b) Esik gerilimi dagilimi ;

VT = VGS(VDS = —20\/, |D=|0
lJA) bigiminde tanimlanmig esik
geriliminin saglam 115 transistsre
dagilimi Sekil 4'te gosterilmistir.

c) Tipik bir transistsrin para-
metreleri.

Esik gerilimi : V= = 2,57V ; Vpg = =20V, Ip =10 pA
‘VT == 2,22V ; VDS =~ 20V, ID_= | A

Belverme gerilimi : Vg = ( 55V
Vg =70V
Egim : Im =575 pA/NV

Kanal direnci : rgg = 1470

P Vg =0
i+ Vgs =0

, Ip =10pA
,Ip = | mA
Vgs = =10V, Vg = - 10V

; Vgs =~ 10V, Vps = - 250 mV

d) Ozegriler. )

Tipik bir transistorin ¢ikig 5z-
egrisi Sekil 5'te verilmistir.Seklin
slcekleri, yatay (kollektsr gerili-
mi) : 10V /cm, dusey (kollektsr a-
kimi) : 0,5 mA/cm olarak secil -
mistir . Gegit gerilimi basamaklar:
IV'dur. Sekil 6'da da kirmiklardan
birinin mikroskoptan cekilmis fo -
tografi gorilmektedir.,

46 - Radyo-TV Elektronik



Sekil 5= 500 um kanal gem§l||<|; MOS' lardan birinin

cikig szegrileri.

EK

ADIM ADIM GERCEKLESTIRME

|. Pul hazirlama.

[.1. Dumanli HNO3-l ve -2'de
5" - 5' sireli ilk stemizlik.

|.2. DI (distile) suda 2Mohm -
cm Ustune cikana kadar (fakat en
az 10'stre ile) durulama.

|.3. HF eriyiginde su
olana kadar Si02 agindirma.

1.4.Dl (distile) suda 2M ohm -
cm Ustiune ¢ikana kadar (fakat en
az 10" sure il€) durulama.

I.5. %65'1ik HNC3'de 10" stre-
li kaynatma.

|.6. DI (distile) suda 2Mohm~-
cm Ustine cikana kadar (fakat enaz
10" sure ile) duralama.

tutmaz

|.7. HF eriyiginde su tutmaz o=
o hodele €N mconmdirmns

1.8. DI (distile) suda 2 Mohm -
cm Ustune gtkana kadar (fakat enaz
I5' sure ile) duralama, santriftjde
ve 200°C'de | 1t/d debili N2 atmos-
ferinde 20" kurutma.

2. Kalin oksit buyutme ve di-
fuzyon odoiormm agilmast.

2.1. 70°C banyo ve 1200°C fi-
rin sicakliklarinda 2 1t/d debine
nemli 02 ile 60" kalin oksit buytitme.

2.2. 5000 d/d da 30" (sn) sure
ile (2,5 x KMR (110 gp) + 1 x KMR -
inceltici) (negaﬂf fotorezist) serme

2.3, 80°C de 15" sireli sn-pisir-
me.

2.4. Difuzyon maskesi ile 4,5"
UV - iztklandirma.

2.5. KMR - Developer ile 60"



iTi77.02 T

Sekil 6= Gergeklestirilen kirmik=-
lardan birinin mikroskoptan cekil-

mis fotografi .

developman.

2.6. KMR-Rinse ile 20" durula-
ma, santrifijde kurutma, 120°C ta
15'siire ile son-pisirme.

2.7.0l¢u pulu ile belirlenen si-
re HF eriyiginde Si02 asindirma.

2.8. DI (distile) suda 2 Mohm -
~ cm UstUne ¢ikana kadar (fakat en az
10" sure ile) durulama. \

2.9. KMR = soyucu dumanli HNO
3 de 60" calkalama.

2.10. DI (distile) suda 2 M ohm -
cm Ustine ¢ikana kadar (fakat en az
10" sire ile) durulama, santrifijde
kurutma,

2.11. 10" HF eriyigine daldirma.

2.12. DI (distile) suda 2M ohm-
cm UstUne grkana kadar (fakat en az
15" sire ile) durulama, santrifijde ve

200°C de | It/d debili N2 atmosfe -

AQ

rinde 20' kurutma.

3. On depolama, gegitlerin agil -
ast ve gegit oksiti buyttme.

3.1. 3000 d/d da 30" ara ile iki
kat P-250 "Borosilicafilm" serme.
3.2. 1200°C de 2 It/d debili N2'
de 10" 5n depolama.

3.3. 5000 d/d da 30" sure ile
(2,5 x KMR (110 cp) =1 x KMR -
inceltici) serme.

3.4. 80°C de I5' sireli sn-pi-
sirme.

3.5. Gegit maskesi ile 4,5"
UV =isiklandirma. )

3.6. KMR-Deleloper ile 60"

. developman.

3.7. KMR-Rinse ile 20" duru=-
lama, santrifijde kurutma, 120°C
de 15" sure ile son=pigirme.

3.8. Ol¢u pulu ile belirlenen



sire HF eriyiginde si02 agindirma.
3.9. DI (distile) suda 2Mohm=-

cm Ustune ¢ikana kadar (fakat en

az 10" sure ile) duruloma.
3.10. KMR - soyucu dumanli
HNO3 de 60" ¢alkalama.
3.11. DI (distile) suda 2Mohm=
cm Ustine ¢ikana kadar (fakat en
az 10" sure ile) duralama, santrifuj-
de kurutma.
3.12. 10" HF eriyigine daldirma.
3.13. DI (distile) suda 2M ohm~-
cm Ustiune ¢ikana kadar (fakat en
az 15" sure ile) durulama, santriftj-
de ve 200°C de | It/d debili N2at-
mosferinde 20" kurutma.

3.14. 1200°C d= 2 1t/d debili
kuru 02'de 20" sure ile gegit oksiti
biytutme.

4. Temas pencerelerin

nagil-
mast .

1.1. 5000 d/d da 30" sire ile
(2,5 x KMR (I10 cp) + | x KMR -
inceltici) serme.

4.2. 80°C'de 15' surelion pi-

sirme.

4.3. Temas penceresi maskesi
ile 4,5" UV=isiklandirma.

4.4, KMR-Developer ile 60"
developman.

4.5. KMR-Rinse ||e 20" duru-
lama, santrifvjde kurutma, [20° C
de 15" sure ile son-pisirme.

4.6. Olcu pulu ile belirlenen
sire HF eriyiginde Si02 agindirma.

4.7. DI (distile) suda 2M ohm~-
em Ustine ¢ikana kador (fakat en
az 10" stre ile) durulama.

-4 8, KMR= soyucu dumanli HNO
de 20" calkalama.
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Muh . Adil Can

(Gegen sayidan devam )

FET ve transistor iki katli  bir
kuvvetlendirici olustururlar.Bir FET
in giris empedansi genellikle 10 M
ohm'dan fazladir.O halde kuvvet-
lendiricinin giris empedansi Rg di-
rencinin degerine yani 820K ohm'a
esittir .FET'in kutuplamasi emetsri
ile toprak arasina baglananRs di-
renci ile yapilmis olup ayni zaman
da ¢ikig da bu direng Uzerinden
alinmigtit . Kullanilan BF245  ele-
mani igin katalogda verilen deger-
ler Lpss=10mA, -Vp=5V oldu-
guna ve Rs = 4,7 kohm secildigine

gore
Ips = 28V 20,77 mA
4,7 K
bulunur. Transistsrin  emetsrinde

bulunan RE direnci 1stl kararlih 3
saglar ve ¢ikig gerilimi bu direncin

30

uglarinda olugur . Dogru
olarak VB =VGS= 3,8V,

gerilim

VE =VB = VBE = 3,6V - 0,6V =
3V'dur.RE = 220 ohm segildigine
gore IE = lC:VE/RE:3V/220 =
14 mA bulunur. Kullanilan BF314
fransistori igin katalogda verilen
ortalama deger hFE = 200 dur.Bu du-
rumda fransistsrin giris direnci

ri =hFE (re - RE)
=200 (25 - 220)

14
=44 ,4 K

olur ve yukarida g5z8niune  alin-

digr gibi Rs'in degerine snemli bir
etkide bulunmaz

Radyo-TV Elektrohik.
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200 757 2007252 e 10072507 yfwzm'/:‘ -
sekil : 2

hie = hgp .rg =200 . 2 =400 ohm

olduguna gére transistsrin ¢ikig di-
renci

re =Rg /

ie = Rs

hFE - x
=220 // 400 - 4700
200 - |

=220//26
= 23 Ohm

olacaktir .Hem FET'in hem transis-
torun gikiglarr emetsrden alindik -
lari igin kuvvetlendiricinin toplam
gerilim kazaner yaklagik  olarak

52

(= 1) dir.Akim kazanc ise bu du-
rumda Kj = R,/R_ olarak hesap-
lanabilir ve 35000 bulunur.
Sintzoidal girig geriliminin ka=-
re dalgaya dsnusturilmesi éw tane
NOT kapisi kapsiyan 74H04  yuk-
sek hizli TTL tUm devresinin 4 ka-
pist yardimiyla gergeklesmektedir.
(Il =13). Birinci kapt (F)560 ohm !
direng vasitast ile kuvvetlendirici
olarak ¢aligir .Rg uglarinda  olusan
alternatif gerilim 22 uF'lik bir
elektrolitik kondansatsr zerinden
bu kapinin girisine uygulanmaktadir,
Kaskad baglt iki NOT kapisi  ile
(E,D,) 15K ve 470chm'luk direng~-
lerle bir SchmittTrigger olusturul -
rwstur.. Bu devre girisindeki sintizo

Radyo-TV Elektronik
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idal isareti ¢rkiginda kare dalga -
ya denugturir .Cikistaki NOT kapi=
st (C) ise tampon devre olarak ga-
lismaktadir. Yuksek frekanslarinbes
leme devresirie girmesini snlemek

amaciyla bogucu bobin (b.b.) 22
nF'hik koiadansatsr ve 500 pF'lik ge
cit kondcinsatsrt kullaniimigtir . Gi

rig devre lerinin girig hassasiyetifre
kans arttikca diusmekte olup orta-

[ ~mea olarak (50-100) mV arasinda-
div

Her girig devresinin gikiginin
strayla ve 100 msn'lik surelerle sa-
vici zincirine uygulandigi belirtil-
mis idi.Uygulanma sirasi ve sirele-
ri kristal kontrollu ana  osilatsr
tarafindan belirlenir.Buradabir NOT
kapisinin 68K ohm'luk bir  direng
vasitasi ile kuvvetlendirici olarak
galigmasi saglanmigtir. Cikigtaki isa
ret bir NOT kapasindan daha ge-
cirilerek girisle ayni faza getiril -
dikten sonra seri baglt bir kondan-
satsr ve bir kristal Uzerinden girise
uyygulanarak devrenin kristal  fre-
kanst olan 64000 Hz'de titresimler
sretmesi saglanmigtir Kondansatorin
degeri degistirilerek osilatorin fre-
kansi kiguk slgide kaydirilabilir.
Hassas bir ayar igin kondansatsrin
byir kismi sabit ve bir kismi degig-
lken alinmistir. Olgmeler sonucu
470 - 100 - 570 pF'lik sabit bir
kondansatsr ve 100 pF trimer kul-
lanildiginda trimer ile frekansin
64000 Hz civarinda -2 Hz kaydi-
rilabildigi gorulmustir . Devrenin
yerlestirildigi kutuda trimerin tam
karsisina bir delik agilmigtir.Buse~
kilde osilatsr frekansi birkag ayda
bir hassas bir frekansmetre ile 6l-
culup ayarlanarak srnegin sarsinti
ve eleman degerlerinin zamanla
degismesi gibi nedenlerle olusan
kaymalar yok edilebilir. Yapilacak
slgmelerde osilatsrt yuklememek
icin ilk kapinin gikigindan alinan
eikas isareti bir NOT kapisindan
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gegirilmistir.Kullanilan NOT kaptl
lari ikiser girigli 4 NAND  kapisi
kapsiyan bir 74C00 MOS tim dev-
resinin 3 NAND kapisinin girigleri
kisa devre edilerek elde edilmistir.

Ana osilatsrde elde edilen isa-
ret 15-19'dan olusan bir bslict zin
cirine uygulanmigtir.15 ve 16, 74C
93 tipi MOS tum devrelerdir.Dev-
rede her iki 74C93'de 8'e Lislucu

olarak kullom!m;ghr.ﬁ ve 18,74C
90 tipi MOS tum devrelerdir. Bu

tum devrenin de girise uygulanan
darbelerin sayisini ikili sisteme go-
re kotlanmis olarak ifade eden ve
A,B,C,D ile gosterilen 4 ¢ikigi var
dir.Ancak burada ¢ikig 0'dan 9' «
kadar degisir, ve sonra tekrar 0
olarak ayni degisimi tekrarlar.Bu
nedenle 7490 onlu sayici olarak ad
landirihir.

(Devam edecek)

YABANC]/
YAYINLARDAN

RADIO COMM.NISAN 1970

CIFT GERILIM KAYNAC |

4 x INI'»92




Transistor Karakteristik

devreleri

Bu devreler Société des éditions Radio yayinlarindan secilerek Tirkceles-

tirdmistir.

=200 |—»
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50
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Bir g¢ember icinde yer alan sayl, o noktadaki dog-
ru gerilimi Volt olarak gdstermektedir ve art: veya eksi
cldugu da ayrica gosterilmistir,

Bir Slgu aleti gibi devre Uzerinde yer alan dikdért-
genlerin igerisindeki sayilar ise mili Amper olarak o
devreden gegen akimi gdstermektedir. AB sinifi kuvvet-
lendiriciler igin ise cevrenin cektigi en az ve en ¢ok
akim alt alta ayni dikdortgenin icerisine yazilmistir,

Uggen icerisinde yer alan bir sayi, devrenin o nok-
tasindaki alternatif (AC) gerilimi belirler.

Hoparldr seklinin igine yazilan dederler ise, o ho-
parldrin yik empedansini ohm olarak ve devrenin vere-
bilecegi en yilksek gici watt olarak belirler. Bu devre-
de hoparlsr yerine ayni karakteristiklere sahip bir trans-
formator de kullanilabilecektir.

Bobinlerin iki ucu arasinda olan degerler ise o be-
binin empedansini gdsterir. Bu empedans degerlerine
gdre bir transformatdrin primer ve sekonder sargilart
hesaplanabilir.

Nokta nokta cizilen elemanlar ise devrenin ic di-
rencini vaya ig kapasitesini gosterir.

Bu devrelerde direncler zikzak gizgilerle gbsteril-
mistir. Radyo — TV Elektronik Dergilerinde yer alan
direngler ise dikddrtgen seklinde g&sterilmektedir. Der-
gimizin, dolayisiyla Avrupa normuna uymayan bu du-
rumu hatirlatmakta yarar gormekteyiz.

RADYO-TV ELEKTRONIK

Radva-TV Flaktranilk
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Ky
vyepyeni
bir kitap

¥ K

PRATIK TELEVIZYON TAMIRI
(TELEVIZYON SEMALARI ILAVELI)

Elektronik Okuly Ogretim Uye-
si Oldes ISIKSUN tarafindan yazi=-
lan bu kitap, birinci hamur keogida
basth olarak 420 schifedir.

Kitapta teknik ysnden verilmesi
gereken tum pratik deneyler ve bil-
giler eksiksiz olarak yer almakta-
dir.

Yozar kitabt haziriarken, basit
bir teknik dil kuilanmays itke ola-

rck behimsemistir. Bu nedenle ki-.

tap piyasaya hitab edecek bigimde
kaleme alinmigtir.

Pratik Televizyon Tamirikitab:,
okuyuculorin diger kitoplara  bag-
vurmalorini 8nleyecek bigimde tum
bilgileri igcermektedir. Bu nedenle
kitchin basims bittiginde 420 soy~
falik bir eser orteya grhmighir,

OLDES ISIKSUN

Elektrontk Okt Ot lyoos
Ote yandan, Televizyon onari~-
minda karsilogacagimz tim  sorun-
lari uygulamada oldugu kadar  bi-
limsel olarak da genig agiklamalar-
la bu kitapta bulacaksiniz. Bundan
ameg , neyi, nastl onaracaginizt
bilingli olarak planlamanizi sagla-
moktir. Arizacilik, uyguloma de-
neylerine dayanmaktadir, Fakat
bu bilimsel ynden de desteklenirse
arizanin onartmt hem  kolayhik ve
hem da kesinlik kazanir. Sonug o-
larak, bu kitapta Televizyon ona-

rimi bilingli bir bicimde  anlatil=
maktadir. )
Televizyon Jemalari  laveli o~

larak sizlere sundugumuz bu  kita-
bimiz, birinci hamur kogida basih

‘olarak 420 sayfa ve 120 TL'dir. O-

demeli istekleriniz igin4 TL'hk ,
Posta Puly ginder meyi  unutmoyt-
niz., ’



YEPYENI BiR KiTAP DAHA

Endustriyel Gig Kontrol
Teknigi
TRISTORLER VE
UYGULAMALARI
(Uciinet Baski)’

Elektronik Muhendisi Selahat -
tin OZCELIK tarafindan  yazilan
"Endustriyel Gug Kontrol Teknigi
TRISTORLER VE UYGULAMALARI
adli kitabimizin ilk iki baskist ki=
sa zamanda kapisilarak tikenmis-
Fir. .

Ik baskilarinda vygulamalar
yoninden eksiklikleri gsrilen TRIS-
TORLER VE UYGULAMALARI ki-
tabinin Ggincu baskisi hazirlanir -
ken, Tristerlerle ilgili binlerceuy-
gulama gozden gecirilerek taranmisg
ve iglerinde en ilging olanlari ara~-
sindan 59 ayri vygulama semasi se —
gilerek kitaba eklenmistir. A

Bu eklenti ile TRISTORLER VE
UYGULAMALARI kitabimiz, Teori
ve anlatim ysninden oldugu kadar
uygulamalar ysninden de tam  bir
yeterlilik kazanmistir. '

Yeni sekli ile daha ¢ok bege -
neceginizi umdugumuz TRISTORLER
VE UYGULAMALARI kitabimizda
Tristor, Triyak, diyak gibi yari ilet-
kenler temelinden tanitilmakta szel-
likler, devrelerde kullaniimalari ,
‘eataloglarinin okunmasi da anlatila-

sk uygulamalara gegilmektedir.

Piril piril ofset basili Luks Krome
kupak igerisinde 172 sayfa olan
Ti{STORLER VE UYGULAMALARI
kitabimiz 75 TL'dir. Butun bayiler-
de bulabileceginiz. bu kitabimizi 6~
demeli olarak :

Elektronik Dergi ve Kitap
Yayinevi, P.K. 1126
Karaksy -1 STANBUL

adresinden isteyebilirsiniz.

Radyo-TV Elektrorik






5IGORTA

ALIRKEN YANLIS BiR SECIM, KULLANIMDA
PAHALIYA MAL OLUR.

RETA SIGORTALARINA GUVENEBILIRSIN{Z.

once emniyet

W RETA sicormaia

TAMAMEN | ISR (RETA

TURK SERMAYE | RS
VE LISANSI iLE STANDARTLARA
BAGIMSIZ BiR UYGUN SIGORTADIR

SIGORTA URETIMI

YUKSEK KALITE| [
RASYONEL

CALISMA

PERAKENDE VE TOPTAN OLARAK
RETA SiQORTALAR!NIN‘BULU NA-
BILECECG| ADRESLER :

DOGU KONTUARI
SELANIK PASAJI I2
KARAKOY - IST.
TEL : 49 85 |7

Filusmi. ON TI



